THOMSON-EFCIS

Integrated Circuits

TBA810 P
TBA810 AP

AF AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR BF
of lithic integrated circuit TBA810 S.

i dod -

The TBAB10 P is an impr
Following adh ges are p
® Higher outpout power:
6WatVgce =16V, R =40 or7WatVge = 14,4V, RL =20.

@ Lower noise figure
® Higher supply voltage ripple rejection.
The circuit is p d against overheating, output shortcircuits (V. c<1 5 V),
polarity inversion and fortuitous open ground. c
Le TBAB10 P est une amélioration du circuit intégré monolithique TBA810 §.
Il présente les avantages suivants:
® Puissance de sortie plus élevée :

6Wpourvcc =16V.RL =4 ou7WpourVee =144V, RL =2Q
® Facteur de bruit plus faible.
® Meilleure réjection de I‘ondulation d’alimentation.
Ce circuit est protégé contre les températures excessives, les court-circuits en
sortie (Ve <15 V), Finversion de poiarité et les coupures accidentelles d’'une
connexion de masse.
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TBA810 P, TBA8B10 AP

Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale

TBA 810 P TBA 810 AP
P[O( - P(O(
(W) w)
5 {1} With infinite heat sink 5
\ AVGC radiateur infini
4 {20 Witha 10°C/W heatsink - TBA 810 AP 4 N
o - With a 25°C/W heat sink - TBA810S N e
3 ~ — Avec radiateur de 10°C - TBA 810 AP 3 N {7
> Avec radiateur de 25°C - TBA810 p N
2 . 2
— {3)  Without heat sink |
; T~ N Sans radiateur ' M 3 \\ |
0 ¢}
0 25 50 75 100 125Tamb’T°C} 0O 25 50 75 100 125 Tamb
(°C}
LIMITING VALUES
VALEURS LIMITES ABSOLUES
Supply voltage
Tension d’alimentation VCC 20 v
Peak output current {non repetitive) | A
Courant créte en sortie non répétitif [¢) 4
Peak output current {repetitive) } 3 A
Courant créte en sortie répétitif o
Junction temperature T —40 °C
Température de jonction J +180 °C
Storage temperature T —40 °C
Température de stockage stg +150 °C
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TBA810 P, TBAB10 AP

ELECTRICAL CHARACTERISTICS T ~ 25°C Note 1 (Unless otherwise stated)
‘CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES amb {Sauf indications contraires)
Test conditions .
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Supply voltage {(pin 1)
Tension d'altmentation {broche 7/ VCC 4 20 \
Quiescent output voltage {pin 12) ..
Tension de repos (broche 12} VCC 144V VO 64 72 8 \"
Quiescent current .
Courant de repos VCC 144V lCC 12 20 mA
Bias current {pin 8) Vanr =144V
Courant d'entrée (broche 8) cc ‘ IB 0.4 HA
d 10 %
RL =4 p
f = 1kHz o 56 6 w
A\ =144V
Output power cC
Puissance de sortie d ~—10%
R =2 Q P
f = 1kHz 0 55 7 w
Veg = 144V
Input voltage saturation (sine wave)
Tension d'entrée de saturation (sinusoitiale) VI 220 mv
Po =6W
Vee =144V
R =40 s 75 mv
f =1 kH2
Ry =560
Pg =6W
Ve — 144V
R =40 s 30 mv
f = 1kHz
R =2
Sensitivity f 248
Sensibilite PO = 7W
Veg = 144V
R, =20 s 55 mv
t = 1 kHz
Ry = 56 Q
Po = 7W
Vee = 144V
Ry =29 s 20 mV
f = 1kHz
Ry =228
Input resistance {pin 8}
Imgédance d’entrée (broche 8) Z| 5 MQ
Note 1 : The characteristics above were obtained using the circuit shown in figure 14
Mesuré dans les conditions de 1a figure 14
. . 3/10
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I—TBA81O P, TBA810 AP

{Unless otherwise stated)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS = 25°
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Tamp = 25°C Note 1 (Sauf indications contraires)
Test conditions :
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
VCC =144V
Frequency response {—3 dB) RL =40/2Q 8
Bande passante (—3 dB) C3 = 820pF 40 - 20.000 Hz
C3 = 1500pF 40 - 10.000 Hz
VCC ~ 144V
o Po =50 mW-
D}stor_tlcn 2,5W d 0.3 %
Distorsion RL —-49/2Q
f = 1 kHz
v ( ) Veg = 144V
oltage gain {open loop _
Gain de tension en boucle ouverte RL =40 AV 80 dB
f = 1kHz
VCC =144V
Voltage gain {closed loop) =
Gain de tension en boucle fermée AL au/20 Av 34 37 40 d8
f = 1 kHz
Input noise volt Veg = 16V
nput noise voltage v
Tension de bruit & I'entrée B(-3 1‘153 [))0:0‘}_92 n 2 uv
V, =16V
Input noise current cc i
Courant de bruit 3 I'entrée B (-31"58())(;)1? N 'n 80
z
VCC =144V
Efficiency Po =6W
Rendement R(E =40 n 75 %
f = 1 kHz
Voo = 144V
Supply voltage rejection R =40
Réjection de I'ondulation d'alimentation f L = 100 H SVR 40 48 dB
ripple — z
Po = 6W
Supply current -
Courant d’alimentation VCC 144V ICC 600 mA
RL =40
THERMAL CHARACTERISTICS * With tabs soldered to printed circuit with minimized copper area
CARACTERISTIQUES THERMIQUES Dissipateur soudé & une surface réduite de circuit imprimé
Junction-case thermal resistance . 12 (TBA 810P) °
Résistance thermique jonction-boitier R(h(l'c) max 10 (TBA 810 AP} C/w
Junction-ambient thermal resistance Reh(i-a) max 70%(TBA 810 S) oc/w
que jonct i-a 80 (TBA 810 AP)

Note 1 The characteristics above were obtained using the circuit shown in . Figure 14
Mesuré dans les conditions de 1a figure 14
4/10 . .
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TBA810 P, TBAB10 AP

TYPICAL POWER QUTPUT VERSUS SUPPLY VOLTAGE
PUISSANCE DE SORTIE TYPIQUE EN FONCTION DE LA
TENSION D°ALIMENTATION

MAXIMUM POWER DISSIPATION VERSUS SUPPLY
VOLTAGE (sine wave operation)

PUISSANCE DISSIPEE MAXIMALE EN FONCTION
DE L A TENSION D'ALIMENTATION

{Onde sinusoidale)

Po FIGURE 1 Prot FIGURE 2
W} T T T T T T T (W) T [ " | 1 I
i i [ i |
8
6
a4
2
0
TYPICAL DISTORSION VERSUS FREQUENCY TYPICAL DISTORSION VERSUS FREQUENCY
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA
FREQUENCE FREQUENCE
d FIGURE 3 4 FIGURE 4
(%) {%)
5 5
4 4
Vee= 144V Vec= 144V
3 Ry = 569 3 Ry = 50
HL= 40 RL= 20
2 l 2+ ! ! !
=0,05W \\ Po =0,05W
\
1 ; \
Po=
4 2,5W \ 2
|
5 2 s 5 2 5 2 5 2 5 2 s
10' 102 103 104 f(Ha) 10! 102 103 104 f (Hz)
. . 6/10
THOMSON-EFCIS Integrated Circuits
415
This Material Copyrighted By Its Respective Manufacturer




This Materia

TBA810 P, TBAB10 AP

TYPICAL DISTORSION VERSUS QUTPUT POWER
DISTORSION TYPIQUE EN FONCTION DE LA

PUISSANCE DE SORTIE
FIGURE 5
d T
(%) 4+
1
I
8 |
V.= 144V i
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TYPICAL RELATIVE VOLTAGE GAIN (CLOSED LOOP}
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK
RESISTANCE (Ry)

GAIN EN TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE)
ET TENSION D'ENTREE TYPIQUE EN FONCTION DE
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (R¢)
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v FIGURE 7 \Y
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TYPICAL VALUE OF C3 VERSUS R¢ FOR VARIQUS
VALUES OF B

VALEUR TYPIQUE DE C3 EN FONCTION DE Ry POUR
DIFFERENTES BANDES PASSANTES

c3 FIGURE 6
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TYPICAL RELATIVE VOLTAGE GAIN {CLOSED LOOP)
AND TYPICAL INPUT VOLTAGE VERSUS FEEDBACK
RESISTANCE (Ry)

GAIN EN TENSION TYPIQUE (EN BOUCLE FERMEE)
ET TENSION D’ENTREE TYPIQUE EN FONCT/ON DE
LA RESISTANCE DE CONTRE REACTION (Ryl

A
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TBAS10 P, TBAS10 AP |

TYPICAL POWER DISSIPATION AND EFFICIENCY TYPICAL QUIESCENT OUTPUT VOLTAGE {Pin 12)
OUTPUT POWER VERSUS SUPPLY VOLTAGE
PUISSANCE DISSIPEE TYPIQUE ET EFFICACITE TENSION DE SORTIE TYPIQUE AU REPOS (Broche 12}
EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE SORTIE EN FONCTION DE LA TENSION D'ALIMENTATION
FIGURE 10
P ot FIGURE 9 n Vo
w) T T (%) ) { I ! ‘ I
8 80 8
) i
6 60 6 ‘ -
3
4 40 4 —
! : i
i
2 20 2 r :
; t
i |
0 0 o L[ I 1 i
Po (W) 0 4 8 12 18 Ve

TYPICAL QUIESCENT CURRENT VERSUS SUPPLY
VOLTAGE

COURANT DE REPOS TYPIQUE EN FONCTION DE
LA TENSION D'ALIMENTATION

| FIGURE 11
cC
{mA)
15 t
7
1 (rotal}
L ce P,
10
[
; /
5
-1
A 1 .~ {output transistors)
output transistors.
4 ce it de sortie)
0 TN T
0 5 10 15 Ve (V)
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TBA810 P, TBAB10 AP

TYPICAL SUPPLY VOLTAGE REJECTION VERSUS OUTPUT POWER AND SUPPLY CURRENT VERSUS
FEEDBACK RESISTANCE PACKAGE TEMPERATURE
REJECTION DE L'ONDULATION D'ALIMENTATION PUISSANCE DE SORTIE ET COURANT D'ALIMENTA-
EN FONCTION DE LA RESISTANCE DE CONTRE TION EN FONCTION DE LA TEMPERATURE DE
REACTION BOITIER
?;/BF; FIGURE 12 Po FIGURE 13 lee
(W} - (A)
I I [ [ ] vec D144V
Yoo Z1aAV ’_I 1 L =an
L 1 Py (d =10%)
=10 ¢ ok Cs = 100uF 6 o
fipple= 100HZ
—20 ‘ 1
4 ‘ 08
-30
| lamld=10%) | -
cc
0,6
—a0 N
\ 2 0,4
~50 \‘
0,2
I ———]
-60 0 0
0 50 100 R, (22) 0 50 100 150 T ., (°C)

THERMAL SHUT-DOWN PROTECTION THERMIQUE

The presence of a thermal {imiting circuit offers the La présence d'un circuit de p. jon thermique pi te les

following advantages : avantages suivants :

1 - An overload on the output {even if it is perma- 1 — Une surcharge des sorties {méme permanente) ou une
nent), or an above-limit ambient temperature can tempé. bi; les limites absolues
be easily supported. est subie sans dommage.

2 — The heatsink can have a smaller factor of safety 2 — Le radiateur peut présenter un facteur de sécurité plus
compared with that of a conventional circuit. faible que pour un circuit conventionnel. Le circuit
There is no device damage in the case of too high n'est pas gé si fa 0 e de ji ion est
a junction temperature : all that happens is that trop élevée. Tout ce qui se produit est une diminution
Po (and therefore Py .} are reduced. de P et par suite P, .

8/10
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TBA810 P, TBA810 AP

TEST AND APPLICATION CIRCUIT

CIRCUIT DE MESURE ET D'APPLICATION

+Vee

O g —F
I
0.1 uF 100 uF
& 15V
+
. 1 2 100 uF
. T isv
Vi o—1 4
~
Tabs 12
100 ks Ajlette TBA 810 P 5 L
9 £l 1000 uF
15V
10 C3* 1500 pF
6
A 500 uF C7* 5600 pF 0,1 uFom Ry
6V

Ry 55100 uF 19
56 o '[15 v

Figure 14

* C3,C7 seeFig. 6

voir Fig. B
. ] 9/10
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] TBAS10 P, TBA8B10 AP

CASE / BOITIER
CB-109

PLASTIC PACKAGE

~ -
B E’] ek BOITIER PLASTIQUE
hd
127 mos. 12 dvares

o Y
€B-109

CEl D.ALA. JEDEC SITELESC fn1omson-EFCts|

2,54,2,54 762

54,234 457 max.
381 .38
Y . ~ | l 020

2.5 rmin. ‘;

CASE / BOITIER
435
20maxt— CB-166
v n

Datum
Repere
Or
Ou
!
PLASTIC PACKAGE
e 120“,{)“””“‘:' foos BOITIER PLASTIQUE
1 Sarties +2aileiles planes

i i
H |

DIN \ Y
1 ! ‘ 1
; ! | | CB-155
| cel ! DATA. ! JEDEC SITELESC THOMSON -EFCIS
L I . 1 L

These specifications are subject to change without notice
Please inquire with our sales offices about the availability of the different packages.
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